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1 −  𝐵 pikinin approksimasiyası, 2 −  𝐴 pikinə ilkin qalxma üsulunun 
tətbiqi. Göründüyü kimi TL parlaqlıq spektri 50-135 K temperatur interva-
lında müşahidə edilmişdir. Tl parıltısı əyrisində 70.9 K və 116 k tempera-
turlarda iki pik müşahidə olunmuşdur. Bu əyriləri analiz etməyin müxtəlif 
üsulları vardır. Tutma mərkəzinin aktivləşmə enerjisini müəyyən etmək üçün 
əlavənin qalxması və əyrinin seçilməsi üsulundan istifadə olunmuşdur. Əyrinin 
seçilməsi üsulu Tl-ın intensivliyinin temperaturdan asılılığını nəzəri ifadə edən 
düsturdan istifadə olunmaya əsaslanır. Tl əyriləri simmetrik və ya qeyri-
simmetrik ola bilərlər. Bizim müşahidə etdiyimiz əyridə iki pik bir-birinə 
qovuşduğundan onları ayırmaq mümkün olmadı. Lakin, B pikinin çox az 
başlanğıc hissəsi A pikinin sonu ilə qovuşduğundan B pikinin başlanğıcını 
apparoksimasiya etməklə kifayətləndik. Bu zaman kinetikanın dərəcəsini 
müəyyən etmək vacibdir. Belə halda müxtəlif işıqlanma müddətində Tl parıltısı 
əyrilərinin piklərinin maksimal temperaturunu və formasının dəyişməsini 
tədqiq etmək tələb olunur. Təcrübəmizdən müəyyən olundu ki, TL parıltı 
əyrilərində forma və pikin maksimumuna uyğun temperatur işıqlanma müd-
dətindən asılı deyildir. Deməli, GaS:Nd kristalında kinetikanın birinci dərəcəsi 
qəbul ediləndir [2]. 
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Defektli qruluşlu Ag3İn5Se9 kristalları I-III-VI üçlü sistemində ilk dəfə 

olaraq Platnik və əməkdaşları tərəfindən aşkar edilmişdir. Kristal otaq tem-
peraturunda tetroqonal quruluşa malikdir və qəfəs parametrləri a=5.79524 A0 
və c=11.627038 A0 təşkil edirlər. Ərimə temperaturuna qədər qızdırıldıqda 
730 və 810C0 temperaturlarında kristal polimorf fəza çevrilmələrinə məruz 
qalır. Müxtəlif elmi işlərdə kristalın otaq temperaturunda qadağan olunmuş 
zonasının eni 1.24...1.28 eV (çəpinə keçidli) və 1.46...1.48eV ( düzünə keçidli) 
təyin olunmuşdur [1,2]. İlk tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, 4-500 K 
temperatur intervalında kristalın qadağan olunmuş zolağının eni 1.14eV-dan 
1.24 eV –a qədər xətli olaraq azalmaqla dEg/ dt=-5.5×10-4 eV/K temperatur 
əmsalına malikdir. Sonrakı tədqiqatlarda kristalın xassələrində bir neçə prak-
tiki əhəmiyyət kəsb edən xüsusiyyətlər aşkar edilmişdir. Xüsusən, Ag3İn5Se9 
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kristalının yüksək effektivli termoelektrik materialı olduğu kristalda ifrat 
keçiriciliyin təzyiqlə stimullaşan xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. 

 (a)                   (b) 
Şək. 1. Ag3İn5Se9 (a) şüalanma zolağının spektri ; (b) şüalanma zolağının yarımeni 

 
Ag3İn5Se9 kristalı fotoelektrik materialı kimi də özünü doğrultmuşdur. 

Bu işdə tərəfimizdən alınmış kristalın səthində fotolüminessensiya xassəsi 
tədqiq edilmişdir. Kristalın optik həyəcanlaşması üçün impulslu Nd:YAG 
lazerinin ikinci harmonikasının 532 nm dalğa uzunluqlu şüalanmasından is-
tifadə olunmuşdur. Lazer şüalanmasının davametmə müddəti 12ns, impulsun 
maksimal enerjisi isə 125 MVt təşkil etmişdir.  

Fotonların enerjisi kristalda elektronların valent zonadan keçirici 
zonaya düzünə və çəpinə keçidlər etməsi üçün kifayət etmişdir. Şəkil 1(a)-da 
1362...1395 nm dalğa uzunluğunda şüalanma zolağının spektri təsvir edilmiş-
dir. Spektrin maksimumu 0.906 eV enerjidə yerləşir. Maksimumu 1475 nm 
dalğa uzunluğunda yerləşən digər bir ensiz şüalanma zolağı müşahidə edil-
mişdir. Bu zolağın kristalda anion və kation vakansiyalarına aid olan donor 
səviyyəsindən akseptor səviyyəsinə elektronların şüalanmalı rekombinasi-
yasının nəticəsi kimi izah edilir. Şəkil 1(b)-dən göründüyü kimi şüalanma 
zolağının yarımeni çox az olmaqla 2 nm təşkil edir.  

Həyəcanlaşdırıcı lazer şüalanmasının intensivliyini 1022 kvant/sm2·s 
qiymətindən 1024 kvant/sm2·s qiymətinə qədər artırdıqda pikin amplitudu təd-
ricən artır və intensivliyin sonrakı artımında lüminessensiyanın intensivliyi 
sabit qalır. Belə asılılıq şüalanma rekombinasiyasının iki aşqar, donor və ak-
septor səviyyələri arasında baş verdiyini göstərir. Bununla belə qanətə gəlmək 
olar ki, Agİn5Se8 kristalları 1475 nm dalğa uzunluğunda İQ- şüalanma gene-
rasiya edə bilən lazer qurğusunda aktiv element kimi istifadə oluna bilər. 
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